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一些新颖特征涉及包括基板、第一通孔和第

一凸块焊盘的集成器件。第一通孔穿过基板。第

一通孔具有第一通孔尺寸。第一凸块焊盘在基板

的表面上。第一凸块焊盘耦合至第一通孔。第一

凸块焊盘具有等于或小于第一通孔尺寸的第一

焊盘尺寸。在一些实现中，集成器件包括第二通

孔和第二凸块焊盘。第二通孔穿过基板。第二通

孔具有第二通孔尺寸。第二凸块焊盘在基板的表

面上。第二凸块焊盘耦合至第二通孔。第二凸块

焊盘具有等于或小于第二通孔尺寸的第二焊盘

尺寸。
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1.一种集成器件，包括：

基板；

穿过所述基板的多个通孔，所述多个通孔具有第一通孔尺寸；以及

第一多个凸块焊盘，所述第一多个凸块焊盘中的每一者直接连接到所述多个通孔中的

一者的第一端，所述第一多个凸块焊盘作为凸块焊盘和通孔焊盘两者来操作，其中所述第

一多个凸块焊盘具有等于或小于所述第一通孔尺寸的第一焊盘尺寸，并且其中所述第一多

个凸块焊盘被配置成直接耦合到管芯的凸块；

所述基板上的多个互连，所述互连包括第二多个凸块焊盘和迹线，每条迹线耦合到所

述第二多个凸块焊盘中的一者；

其中所述多个通孔是共面的且安排在行和列中；

其中对于所述多个通孔中的至少一行通孔，所述多个互连中的单个相应互连位于所述

行中的每对通孔之间。

2.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述多个通孔中的第一通孔与所述多个

通孔中的第二通孔之间的间距约为80微米(μm)或更小。

3.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述多个通孔中的第一通孔与所述多个

通孔中的第二通孔之间的间距约为125微米(μm)或更小。

4.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述第一多个凸块焊盘是位于靠近所述

基板的管芯区域边缘的外围凸块焊盘。

5.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述第一多个凸块焊盘中的每一者被配

置成耦合至来自所述管芯的第一多个凸块中的相应凸块。

6.如权利要求5所述的集成器件，其特征在于，所述管芯的所述第一多个凸块各自包括

第一凸块下金属化(UBM)层、第一互连柱和第一焊球。

7.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述基板包括至少电介质、玻璃、陶瓷

和/或硅中的一者。

8.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述集成器件被纳入在音乐播放器、视

频播放器、娱乐单元、导航设备、通信设备、移动设备、移动电话、智能电话、个人数字助理、

固定位置终端、平板式计算机、和/或膝上型计算机中的至少一者中。

9.如权利要求1所述的集成器件，其特征在于，所述多个互连包括耦合至相应迹线的附

加凸块焊盘，所述附加凸块焊盘缺少与所述多个通孔中的任一个的连接。

10.一种用于制造集成器件的方法，包括：

形成基板；

形成穿过所述基板的多个通孔，所述多个通孔具有第一通孔尺寸；以及

形成第一多个凸块焊盘并将所述第一多个凸块焊盘中的每一者直接连接到所述多个

通孔中的一者的第一端，所述第一多个凸块焊盘作为凸块焊盘和通孔焊盘两者来操作，其

中所述第一多个凸块焊盘具有等于或小于所述第一通孔尺寸的第一焊盘尺寸，并且其中所

述第一多个凸块焊盘被配置成直接耦合到管芯的凸块；

在所述基板上形成多个互连，所述互连包括第二多个凸块焊盘和迹线，每条迹线耦合

到所述第二多个凸块焊盘中的一者；以及

在行和列中安排所述多个通孔从而对于所述多个通孔中的至少一行通孔，所述多个互
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连中的单个相应互连位于所述行中的每对通孔之间；

其中所述多个通孔是共面的。

11.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述多个通孔中的第一通孔与所述多个通

孔中的第二通孔之间的间距约为80微米(μm)或更小。

12.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述多个通孔中的第一通孔与所述多个通

孔中的第二通孔之间的间距约为125微米(μm)或更小。

13.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述第一多个凸块焊盘是位于靠近所述基

板的管芯区域边缘的外围凸块焊盘。

14.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述第一多个凸块焊盘中的每一者被配置

成直接耦合至来自所述管芯的第一多个凸块中的相应凸块。

15.如权利要求14所述的方法，其特征在于，所述管芯的所述第一多个凸块各自包括第

一凸块下金属化(UBM)层、第一互连柱和第一焊球。

16.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述基板包括至少电介质、玻璃、陶瓷和/

或硅中的一者。

17.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述集成器件被纳入在音乐播放器、视频

播放器、娱乐单元、导航设备、通信设备、移动设备、移动电话、智能电话、个人数字助理、固

定位置终端、平板式计算机、和/或膝上型计算机中的至少一者中。

18.如权利要求10所述的方法，其特征在于，所述多个互连包括耦合至相应迹线的附加

凸块焊盘，所述附加凸块焊盘缺少与所述多个通孔中的任一个的连接。
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包括凸块区域中的改善型通孔焊盘放置的基板

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本专利申请要求于2014年4月11日提交的题为“Substrate  Comprising  Improved 

Via  Pad  Placement  in  Bump  Area(包括凸块区域中的改善型通孔焊盘放置的基板)”的美

国专利申请No .14/251 ,518的优先权，该申请要求于2013年12月20日提交的题为

“Substrate  Comprising  Improved  Via  Pad  Placement  in  Bump  Area(包括凸块区域中

的改善型通孔焊盘放置的基板)”的美国临时申请No.61/919,157的优先权和权益，这两个

申请均通过援引明确纳入于此。

[0003] 背景

[0004] 领域

[0005] 各种特征涉及包括在基板的凸块区域中的改善型通孔焊盘放置的基板。

背景技术

[0006] 当前制造技术限制迹线、通孔、和/或通孔焊盘可如何紧密地彼此靠近。因为制造

技术中的这些限制，管芯和基板必须以某种方式来设计。图1解说了如何在当前封装基板中

实现迹线、通孔和/或焊盘。具体地，图1解说了封装基板100的平面图(例如，俯视图)，其包

括基板102、若干凸块焊盘(例如，焊盘104、114)、若干迹线(例如，迹线106、116)和若干通孔

焊盘(例如，通孔焊盘108、118)。凸块焊盘是被配置成耦合至来自管芯的凸块(例如，铜柱)

的互连。基板102还包括从平面图不可见的若干通孔，因为这些通孔被通孔焊盘覆盖。这些

通孔耦合至通孔焊盘。如图1中进一步所示，凸块焊盘、通孔焊盘、和/或迹线沿不同行和列

被安排在封装基板100中。在一些实现中，封装基板100被配置成耦合至一个或多个管芯(例

如，倒装芯片)。

[0007] 当前制造技术创建了相对大的通孔焊盘(例如，与迹线相比)，该通孔焊盘促使通

孔朝着封装基板的管芯耦合区域的外周界被创建。而且，当前制造技术限制了迹线、通孔、

凸块焊盘和/或通孔焊盘之间的间距。因为制造过程中的这些以及其他限制，凸块焊盘(例

如，焊盘104)通过迹线(例如，迹线106)耦合至通孔焊盘(例如，通孔焊盘108)。该设计导致

若干问题。第一，它造成占据大量占用空间的集成电路(IC)设计。其次，它引起性能问题，因

为额外的互连长度(例如，额外的迹线)会减缓IC设计的电性能。第三，添加附加互连(例如，

迹线)造成更复杂的IC设计。

[0008] 图2解说了图1的封装基板的横截面AA的剖面图(例如，侧视图)。如图2中所示，第

一焊盘104(例如，凸块焊盘)、第一迹线106、以及第二焊盘108(例如，通孔焊盘)在基板102

的第一表面上。封装基板100还包括穿过基板102的第一通孔208。第一焊盘104耦合至第一

迹线106。第一迹线106耦合至第二焊盘108。第二焊盘108耦合至第一通孔208。图2还解说了

第三焊盘114(例如，凸块焊盘)、第二迹线116、以及第四焊盘118(例如，通孔焊盘)在基板

102的第一表面上。封装基板100还包括穿过基板102的第二通孔218。第三焊盘114耦合至第

二迹线116。第二迹线116耦合至第四焊盘118。第四焊盘118耦合至第二通孔218。

[0009] 图3解说了倒装芯片可如何耦合至封装基板。如图3中所示，包括第一凸块302和第
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二凸块304的倒装芯片300耦合至封装基板100。第一凸块302可包括第一凸块下金属化

(UBM)层、第一互连柱(例如，铜柱)和第一焊球。第二凸块304可包括第二凸块下金属化

(UBM)层、第二互连柱(例如，铜柱)和第二焊球。倒装芯片300的第一凸块302耦合至第一焊

盘104。倒装芯片300的第二凸块304耦合至第三焊盘114。如图3中所示，倒装芯片300和封装

基板100的配置可创建不必要的大封装基板100和/或倒装芯片300。例如，在第一凸块302与

第一通孔208之间有大量额外横向空间/占用空间。

[0010] 因此，需要较小和/或占据较小占用空间改善型集成器件。理想地，此种集成器件

将具有比当前集成器件更好的性能。

[0011] 概述

[0012] 本文描述的各种特征、装置和方法提供了包括在基板的凸块区域中的改善型通孔

焊盘放置的封装基板。

[0013] 第一示例提供一种集成器件，其包括基板、第一通孔和第一凸块焊盘。第一通孔穿

过基板。第一通孔具有第一通孔尺寸。第一凸块焊盘在基板的表面上。第一凸块焊盘耦合至

第一通孔。第一凸块焊盘具有等于或小于第一通孔尺寸的第一焊盘尺寸。

[0014] 根据一方面，该集成器件包括穿过基板的第二通孔，其中第二通孔具有第二通孔

尺寸。该集成器件还包括基板的表面上的第二凸块焊盘，其中第二凸块焊盘耦合至第二通

孔，其中第二凸块焊盘具有等于或小于第二通孔尺寸的第二焊盘尺寸。在一些实现中，第一

通孔与第二通孔之间的间距约为80微米(μm)或更小。在一些实现中，第一通孔与第二通孔

之间的间距约为125微米(μm)或更小。

[0015] 根据一个方面，第一凸块焊盘被配置成耦合至管芯的互连。

[0016] 根据一方面，第一凸块焊盘是位于靠近基板的管芯区域边缘的外围凸块焊盘。

[0017] 根据一个方面，第一凸块焊盘被配置成耦合至来自管芯的第一凸块。在一些实现

中，第一凸块包括第一凸块下金属化(UBM)层、第一互连柱和第一焊球。

[0018] 根据一方面，基板包括至少电介质、玻璃、陶瓷和/或硅中的一者。

[0019] 根据一个方面，集成器件被纳入在音乐播放器、视频播放器、娱乐单元、导航设备、

通信设备、移动设备、移动电话、智能电话、个人数字助理、固定位置终端、平板式计算机、

和/或膝上型计算机中的至少一者中。

[0020] 第二示例提供了一种用于制造集成器件的方法。该方法形成基板。该方法形成穿

过基板的第一通孔，其中第一通孔具有第一通孔尺寸。该方法在基板的表面上形成第一凸

块焊盘从而第一凸块焊盘耦合至第一通孔，其中第一凸块焊盘具有等于或小于第一通孔尺

寸的第一焊盘尺寸。

[0021] 根据一方面，该方法进一步形成穿过基板的第二通孔，其中第二通孔具有第二通

孔尺寸。该方法在基板的表面上形成第二凸块焊盘从而第二凸块焊盘耦合至第二通孔，其

中第二凸块焊盘具有等于或小于第二通孔尺寸的第二焊盘尺寸。在一些实现中，第一通孔

与第二通孔之间的间距约为80微米(μm)或更小。在一些实现中，第一通孔与第二通孔之间

的间距约为125微米(μm)或更小。

[0022] 根据一个方面，第一凸块焊盘被配置成耦合至管芯的互连。

[0023] 根据一方面，第一凸块焊盘是位于靠近基板的管芯区域边缘的外围凸块焊盘。

[0024] 根据一个方面，第一凸块焊盘被配置成耦合至来自管芯的第一凸块。在一些实现
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中，第一凸块包括第一凸块下金属化(UBM)层、第一互连柱和第一焊球。

[0025] 根据一方面，基板包括至少电介质、玻璃、陶瓷和/或硅中的一者。

[0026] 根据一个方面，集成器件被纳入在音乐播放器、视频播放器、娱乐单元、导航设备、

通信设备、移动设备、移动电话、智能电话、个人数字助理、固定位置终端、平板式计算机、

和/或膝上型计算机中的至少一者中。

[0027] 附图

[0028] 在结合附图理解下面阐述的详细描述时，各种特征、本质和优点会变得明显，在附

图中，相像的附图标记贯穿始终作相应标识。

[0029] 图1解说了基板的平面图。

[0030] 图2解说了基板的剖面图。

[0031] 图3解说了基板和管芯的剖面图。

[0032] 图4解说了基板的平面图。

[0033] 图5解说了基板的剖面图。

[0034] 图6解说了基板和管芯的剖面图。

[0035] 图7解说了基板的平面图。

[0036] 图8解说了示出了若干间距的基板的一部分的平视图。

[0037] 图9解说了另一基板和管芯的剖面图。

[0038] 图10解说了又一基板和管芯的剖面图。

[0039] 图11解说了管芯的剖面图。

[0040] 图12(包括图12A、图12B和图12C)解说了用于提供基板和管芯的工序。

[0041] 图13解说了另一基板和管芯的剖面图。

[0042] 图14解说了用于提供基板的方法的流程图。

[0043] 图15解说了用于制造基板的经修改的半加成处理(mSAP)图案化工艺的流程图。

[0044] 图16解说了基板的层上的mSAP图案化工艺的工序。

[0045] 图17解说了用于制造基板的半加成处理(SAP)图案化工艺的流程图。

[0046] 图18解说了基板的层上的SAP图案化工艺的工序。

[0047] 图19解说了概念性镀敷工艺的流程图。

[0048] 图20解说了可集成本文所描述的集成器件、基板和/或PCB的各种电子设备。

[0049] 详细描述

[0050] 在以下描述中，给出了具体细节以提供对本公开的各方面的透彻理解。然而，本领

域普通技术人员将理解，没有这些具体细节也可实践这些方面。例如，电路可能用框图示出

以避免使这些方面湮没在不必要的细节中。在其他实例中，公知的电路、结构和技术可能不

被详细示出以免模糊本公开的这些方面。

[0051] 总览

[0052] 一些新颖特征涉及包括基板、第一通孔和第一凸块焊盘的集成器件(例如，半导体

器件、管芯封装)。第一通孔穿过基板。第一通孔具有第一通孔横向尺寸。第一凸块焊盘在基

板的表面上。第一凸块焊盘耦合至第一通孔。第一凸块焊盘具有等于或小于第一通孔横向

尺寸的第一焊盘横向尺寸。在一些实现中，第一凸块焊盘是位于靠近基板的管芯区域(例

如，倒装芯片区域)边缘的外围凸块焊盘。在一些实现中，集成器件包括第二通孔和第二凸
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块焊盘。第二通孔穿过基板。第二通孔具有第二通孔横向尺寸。第二凸块焊盘在基板的表面

上。第二凸块焊盘耦合至第二通孔。第二凸块焊盘具有等于或小于第二通孔横向尺寸的第

二焊盘横向尺寸。在一些实现中，第一通孔与第二通孔之间的间距约为40微米(μm)或更大。

在一些实现中，第一通孔与第二通孔之间的间距约为80微米(μm)或更小。在一些实现中，第

一通孔与第二通孔之间的间距约为125微米(μm)或更小。在一些实现中，第一凸块焊盘与第

二凸块焊盘之间的间距约为125微米(μm)或更小。在一些实现中，间距被定义为两个相邻互

连之间的中心到中心距离。间距的示例在图8中进一步描述。

[0053] 包括凸块区域中的通孔焊盘的示例性封装基板

[0054] 图4解说了封装基板400的平面图(例如，俯视图)，其包括基板402和若干互连(例

如，第一互连408、418)。互连可包括迹线、焊盘和/或通孔。互连408和418焊盘位于基板402

的第一表面上。在一些实现中，互连408和418是通孔焊盘和凸块焊盘。互连408和418耦合至

基板402中的通孔(例如，穿板通孔)。这些通孔从平面图中是不可见的，因为互连408和418

与通孔的横截面具有相同大小(例如，相同横向尺寸)。在一些实现中，互连408和418可具有

比通孔的横截面更小的横截面。在此类实例中，这些通孔可从平面图可见。通孔的示例将在

图5中进一步描述。

[0055] 互连408和418可被配置成耦合至管芯的凸块(例如，互连柱)(以下将在图6中进一

步描述)。在一些实现中，互连408和418是位于靠近基板的管芯区域420边缘的外围凸块焊

盘。在一些实现中，基板400的管芯区域420是基板400的凸块区域。在一些实现中，基板400

的凸块区域是当管芯耦合至基板时该基板中管芯覆盖或位于该基板以上的区域。在一些实

现中，保持基板中的通孔的大小同时减小与基板的管芯区域边缘和/或外围附近的通孔耦

合的通孔焊盘的大小(例如，减小通孔焊盘的间距)。

[0056] 不同实现可为基板402使用不同材料。在一些实现中，基板402至少是硅、玻璃、陶

瓷和/或电介质中的一者。在一些实现中，封装基板400被配置成耦合至一个或多个管芯(例

如，倒装芯片)。图4还解说了第一凸块区域和第二凸块区域。在一些实现中，凸块区域是当

管芯耦合至基板时该基板中来自管芯的凸块(例如，互连柱)将耦合至的区域或部分。在一

些实现中，第一凸块区域对应于互连408的区域(例如，凸块焊盘)。在一些实现中，第二凸块

区域对应于互连418的区域(例如，凸块焊盘)。

[0057] 如图4中进一步所示，互连(例如，焊盘、迹线)沿不同行和列被安排在封装基板400

中。不同的实现可使用互连之间不同的间隔/间距。在一些实现中，两个相邻/毗邻互连之间

的间距约为125微米(μm)或更小。在一些实现中，两个相邻/毗邻互连之间的间距约为80微

米(μm)或更小。在一些实现中，两个相邻/毗邻互连之间的间距约为40微米(μm)或更大。在

一些实现中，间距被定义为两个毗邻/相邻互连(例如，迹线、通孔和/或焊盘)之间的中心到

中心距离。在一些实现中，间距被定义为两个毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘之间的中心到

中心距离，其中该毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘在相同的迹线、通孔和/或焊盘列中。在一

些实现中，间距被定义为两个毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘之间的中心到中心距离，其中

该毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘在相同的迹线、通孔和/或焊盘行中。

[0058] 封装基板400的每个互连(例如，焊盘、迹线)具有至少一个尺寸(例如，宽度、长度、

直径)。在一些实现中，迹线的第一尺寸(例如，宽度)相同于或小于通孔的第一尺寸(例如，

直径)。在一些实现中，焊盘(例如，通孔焊盘、凸块焊盘)的第一尺寸(例如，宽度)相同于或
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小于通孔的第一尺寸(例如，直径)。

[0059] 应注意，对于相同的通孔列，这些通孔位于通孔的交替行(例如，非毗邻行)中。类

似地，应注意，对于相同的通孔行，这些通孔位于通孔的交替列(例如，非毗邻列)中。例如，

对于第一列中的通孔，这些通孔将位于第一行、第三行和/或第五行中。在另一示例中，对于

第一行中的通孔，这些通孔将位于第一列、第三列和/或第五列中。然而，通孔可位于通孔的

毗邻行和/或列中。

[0060] 应注意，对于相同的通孔焊盘列，这些通孔焊盘位于通孔焊盘的交替行(例如，非

毗邻行)中。类似地，应注意，对于相同的通孔焊盘行，这些通孔焊盘位于通孔焊盘的交替列

(例如，非毗邻列)中。例如，对于第一列中的通孔焊盘，这些通孔焊盘将位于第一行、第三行

和/或第五行中。在另一示例中，对于第一行中的通孔焊盘，这些通孔焊盘将位于第一列、第

三列和/或第五列中。然而，通孔焊盘可位于通孔焊盘的毗邻行和/或列中。

[0061] 如图4中所示，凸块焊盘中的至少一些直接耦合至通孔。如此，当耦合至通孔时，凸

块焊盘中的至少一些旁路迹线。并且，焊盘被配置成作为凸块焊盘和通孔焊盘两者来操作。

图4解说了第一互连408(例如，凸块焊盘)直接耦合至第一通孔(不可见)。类似地，图4解说

了第二互连418(例如，凸块焊盘)直接耦合至第二通孔(不可见)。当第一互连408直接耦合

至第一通孔时，第一互连旁路任何中间迹线。类似地，当第二互连418直接耦合至第二通孔

时，第二互连旁路任何迹线。互连与通孔之间的中间迹线的减少缩短了电路径，由此增加了

集成电路(IC)设计的性能，并且还减少了IC设计的复杂度。

[0062] 图5解说了图4的封装基板400的横截面AA的剖面图(例如，侧视图)。如图5中所示，

第一互连408和第二互连418位于基板402的第一表面上。在一些实现中，第一互连408和第

二互连418是被配置成耦合至来自管芯(例如，倒装芯片)的凸块(例如，互连柱)的凸块互连

(例如，凸块焊盘)。图5解说了基板402包括第一通孔508和第二通孔518。第一通孔508和第

二通孔518中的每一者穿过基板402。第一互连408直接耦合至第一通孔508。在一些实现中，

第一互连408的大小(例如，横向尺寸)相同于或小于第一通孔508的横截面大小(例如，横向

尺寸)。第二互连418直接耦合至第二通孔518。在一些实现中，第二互连418的大小(例如，横

向尺寸)相同于或小于第二通孔518的横截面大小(例如，横向尺寸)。图5还解说了第一凸块

区域510和第二凸块区域520。在一些实现中，第一凸块区域510对应于第一互连408的大小。

在一些实现中，第二凸块区域520对应于第二互连418的大小。

[0063] 在一些实现中，第一通孔508包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，第一

金属层是晶种金属层。在一些实现中，第一金属层是无电镀金属层。在一些实现中，第二通

孔518包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，第一金属层是晶种金属层。在一些实

现中，第一金属层是无电镀金属层。图12A-12C中描述了针对通孔的第一和第二金属层的示

例。

[0064] 图6解说了管芯可如何耦合至封装基板。如图6中所示，包括第一凸块602和第二凸

块604的管芯600(例如，倒装芯片、裸管芯)耦合至封装基板400。第一凸块602可包括第一凸

块下金属化(UBM)层、第一互连柱(例如，铜柱)和第一焊球。第二凸块604可包括第二凸块下

金属化(UBM)层、第二互连柱(例如，铜柱)和第二焊球。管芯600的第一凸块602耦合至第一

互连408。管芯600的第二凸块604耦合至第二互连418。如图6中所示，第一凸块602耦合至第

一互连404从而第一凸块602垂直(例如，部分、基本上、完全)在基板402的第一通孔508之
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上。类似地，第二凸块604耦合至第二互连418从而第二凸块604垂直(例如，部分、基本上、完

全)在基板402的第二通孔518之上。在一些实现中，第一凸块602耦合至第一互连408而不短

路穿过第一互连408的电信号。在一些实现中，第二凸块604耦合至第二互连418而不短路穿

过第二互连418的电信号。

[0065] 如图6中所示，第一通孔508位于基板的第一凸块区域510中。类似地，第二通孔518

位于基板的第二凸块区域520中。在一些实现中，凸块区域被定义为基板中来自管芯的凸块

将耦合至的区域(例如，基板的区域或部分)。第一凸块区域510包括第一互连408中将与管

芯600的第一凸块602耦合的部分。在一些实现中，第一通孔508在第一凸块区域510之下。第

二凸块区域520包括第二互连418中将与管芯600的第二凸块604耦合的部分。在一些实现

中，第二通孔518在第二凸块区域520之下。

[0066] 不同实现可具有针对封装基板中的通孔和/或通孔焊盘的不同定位和/或配置。

[0067] 图7解说了封装基板700的平面图(例如，俯视图)，其包括基板702和若干互连(例

如，互连708、718)。互连可包括迹线、焊盘和/或通孔。互连708和718焊盘位于基板702的第

一表面上。在一些实现中，互连708和718是通孔焊盘和凸块焊盘。互连708和718耦合至基板

402中的通孔(例如，穿板通孔)。这些通孔从平面图中是不可见的，因为互连708和718与通

孔的横截面具有相同大小。在一些实现中，互连708和718可具有比通孔的横截面更小的横

截面。在此类实例中，这些通孔可从平面图可见。

[0068] 互连708和718可被配置成耦合至管芯的凸块(例如，互连柱)(以下将在图9和10中

进一步描述)。在一些实现中，互连708和718是位于靠近基板的管芯区域720边缘的外围凸

块焊盘。在一些实现中，基板700的管芯区域720是基板700的凸块区域。在一些实现中，基板

700的凸块区域是当管芯耦合至基板时该基板中管芯覆盖或位于该基板以上的区域。在一

些实现中，保持基板中的通孔的大小同时减小与基板的管芯区域边缘和/或外围附近的通

孔耦合的通孔焊盘的大小(例如，减小通孔焊盘的间距)。

[0069] 不同实现可为基板702使用不同材料。在一些实现中，基板702至少是硅、玻璃、陶

瓷和/或电介质中的一者。在一些实现中，封装基板700被配置成耦合至一个或多个管芯(例

如，倒装芯片)。图7还解说了第一凸块区域和第二凸块区域。在一些实现中，凸块区域是当

管芯耦合至基板时该基板中来自管芯的凸块(例如，互连柱)将耦合至的区域或部分。在一

些实现中，第一凸块区域对应于互连708的区域(例如，凸块焊盘)。在一些实现中，第二凸块

区域对应于互连718的区域(例如，凸块焊盘)。

[0070] 如图7中进一步所示，互连(例如，焊盘、迹线)沿不同行和列被安排在封装基板700

中。不同的实现可使用互连之间不同的间隔和/间距。在一些实现中，两个相邻/毗邻互连之

间的间距约为125微米(μm)或更小。在一些实现中，两个相邻/毗邻互连之间的间距约为80

微米(μm)或更小。在一些实现中，两个相邻/毗邻互连之间的间距约为40微米(μm)或更大。

在一些实现中，间距被定义为两个毗邻/相邻互连(例如，迹线、通孔和/或焊盘)之间的中心

到中心距离。在一些实现中，间距被定义为两个毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘之间的中心

到中心距离，其中该毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘在相同的迹线、通孔和/或焊盘列中。在

一些实现中，间距被定义为两个毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘之间的中心到中心距离，其

中该毗邻/相邻迹线、通孔和/或焊盘在相同的迹线、通孔和/或焊盘行中。

[0071] 封装基板700的每个互连(例如，焊盘、迹线)具有至少一个尺寸(例如，宽度、长度、
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直径)。在一些实现中，迹线的第一尺寸(例如，宽度)相同于或小于通孔的第一尺寸(例如，

直径)。在一些实现中，焊盘(例如，通孔焊盘、凸块焊盘)的第一尺寸(例如，宽度)相同于或

小于通孔的第一尺寸(例如，直径)。

[0072] 图8解说了可如何在一些实现中定义间距。图8解说了基板，其包括第一通孔焊盘

801、第二通孔焊盘803、第三通孔焊盘805、第四通孔焊盘807、第一凸块焊盘811、第二凸块

焊盘813、第三凸块焊盘815、第一互连821、第二互连823和第三互连825。图8还解说了第一

间距830和第二间距832。在一些实现中，第一间距(例如，第一间距830)是不同行或列上的

两个毗邻/相邻互连(例如，通孔、迹线、焊盘)之间的中心到中心距离。例如，第一间距830可

以是第三通孔焊盘805与第二凸块焊盘813或第二互连823之间的中心到中心距离。在一些

实现中，第一间距830可以约为40微米(μm)或更大。

[0073] 在一些实现中，第二间距(例如，第二间距832)是相同行或列上的两个相邻/毗邻

互连(例如，通孔、迹线、焊盘)之间的中心到中心距离。例如，第二间距832可以是第二通孔

焊盘803与第三通孔焊盘805之间的中心到中心距离。在另一示例中，第二间距可以是第一

凸块焊盘811与第二凸块焊盘813之间的中心到中心距离。在另一示例中，第二间距可以是

第二通孔焊盘803与第二凸块焊盘813或第二互连823之间的中心到中心距离。在另一示例

中，第一间距可以是第二互连823与第三互连825之间的中心到中心距离。在一些实现中，第

二间距832可以约为80微米(μm)或更小。

[0074] 不同的实现可具有针对迹线、通孔和/或通孔焊盘的不同尺寸。例如，在一些实现

中，迹线可具有约10微米(μm)到30微米(μm)的宽度。在一些实现中，通孔可具有约50微米(μ

m)到75微米(μm)的宽度。在一些实现中，通孔焊盘可具有约75微米(μm)或更小的宽度。应注

意，以上尺寸仅是示例，且本公开中的迹线、通孔和/或通孔焊盘的尺寸应不被限定于所描

述的。

[0075] 图9解说了耦合至管芯的图7的封装基板700的横截面BB的剖面图(例如，侧视图)。

如图9中所示，封装900包括基板902、管芯904、阻焊层906和底部填充908。在一些实现中，管

芯904是倒装管芯和/或裸管芯。

[0076] 封装基板902包括第一通孔910、第二通孔914、第三通孔918、第一互连920、第二互

连924、第三互连928、第一焊盘922和第二焊盘926。阻焊层906耦合至基板902的第一表面。

第一互连920、第二互连924、第三互连928、第一焊盘922和第二焊盘926在基板902的第一表

面上。

[0077] 第一互连920耦合至第一通孔910。第一互连920是焊盘(例如，凸块焊盘、通孔焊

盘)。第一互连920具有相同于或小于第一通孔910的第一尺寸(例如，宽度)的第一尺寸(例

如，宽度)。第二互连924耦合至第二通孔914。第二互连924是焊盘(例如，凸块焊盘、通孔焊

盘)。第二互连924具有相同于或小于第二通孔914的第一尺寸(例如，宽度)的第一尺寸(例

如，宽度)。第三互连928耦合至第三通孔918。第三互连928是焊盘(例如，凸块焊盘、通孔焊

盘)。第三互连928具有相同于或小于第三通孔918的第一尺寸(例如，宽度)的第一尺寸(例

如，宽度)。底部填充908在基板902与管芯904之间。

[0078] 管芯904包括第一凸块930、第二凸块932、第三凸块934、第四凸块936和第五凸块

938。每个凸块至少可包括凸块下金属化(UBM)层、互连柱(例如，铜柱)和焊球。如图9中所

示，第一凸块930耦合至第一互连920从而第一凸块930垂直(例如，部分、基本上、完全)在第
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一通孔910之上。第二凸块932耦合至第一焊盘922。第三凸块934耦合至第二互连924从而第

三凸块934垂直(例如，部分、基本上、完全)在第二通孔914之上。第四凸块936耦合至第二焊

盘926。第五凸块938耦合至第三互连928从而第五凸块938垂直(例如，部分、基本上、完全)

在第三通孔918之上。在一些实现中，第一凸块930耦合至第一互连920而不短路穿过第一互

连920的电信号。在一些实现中，第二凸块932耦合至第二互连922而不短路穿过第二互连

922的电信号。在一些实现中，第三凸块934耦合至第三互连924而不短路穿过第三互连924

的电信号。在一些实现中，第四凸块936耦合至第四互连926而不短路穿过第四互连926的电

信号。在一些实现中，第五凸块938耦合至第五互连928而不短路穿过第五互连928的电信

号。

[0079] 在一些实现中，第一通孔910包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，第一

金属层是晶种金属层。在一些实现中，第一金属层是无电镀金属层。在一些实现中，第二通

孔914包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，第一金属层是晶种金属层。在一些实

现中，第一金属层是无电镀金属层。在一些实现中，第三通孔918包括第一金属层和第二金

属层。在一些实现中，第一金属层是晶种金属层。在一些实现中，第一金属层是无电镀金属

层。图12A-12C中描述了针对通孔的第一和第二金属层的示例。

[0080] 图10解说了耦合至管芯的图7的封装基板700的横截面CC的剖面图(例如，侧视

图)。如图10中所示，封装1000包括基板1002、管芯1004、阻焊层1006和底部填充1008。在一

些实现中，管芯1004是倒装管芯和/或裸管芯。

[0081] 封装基板1002包括第一通孔1010、第二通孔1012、第三通孔1014、第四通孔1016、

第五通孔1018、第一互连1020、第二互连1022、第三互连1024、第四互连1026和第五互连

1028。阻焊层1006耦合至基板1002的第一表面。第一互连1020、第二互连1022、第三互连

1024、第四互连1026和第五互连1028在基板1002的第一表面上。

[0082] 第一互连1020耦合至第一通孔1010。第一互连1020是焊盘(例如，凸块焊盘、通孔

焊盘)。第一互连1020具有相同于或小于第一通孔1010的第一尺寸(例如，宽度)的第一尺寸

(例如，宽度)。第二互连1022耦合至第二通孔1012。第二互连1022是焊盘(例如，凸块焊盘、

通孔焊盘)。第二互连1022具有相同于或小于第二通孔1012的第一尺寸(例如，宽度)的第一

尺寸(例如，宽度)。第三互连1024耦合至第三通孔1014。第一互连1020是焊盘(例如，凸块焊

盘、通孔焊盘)。第三互连1024具有相同于或小于第三通孔1014的第三尺寸(例如，宽度)的

第一尺寸(例如，宽度)。第四互连1026耦合至第四通孔1016。第四互连1026是焊盘(例如，凸

块焊盘、通孔焊盘)。第四互连1026具有相同于或小于第四通孔1016的第一尺寸(例如，宽

度)的第一尺寸(例如，宽度)。第五互连1028耦合至第五通孔1018。第五互连1028是焊盘(例

如，凸块焊盘、通孔焊盘)。第五互连1028具有相同于或小于第五通孔1018的第一尺寸(例

如，宽度)的第一尺寸(例如，宽度)。底部填充1008在基板1002与管芯1004之间。

[0083] 管芯1004包括第一凸块1030、第二凸块1032、第三凸块1034、第四凸块1036和第五

凸块1038。每个凸块至少可包括凸块下金属化(UBM)层、互连柱(例如，铜柱)和焊球。如图10

中所示，第一凸块1030耦合至第一互连1020从而第一凸块1030垂直(例如，部分、基本上、完

全)在第一通孔1010之上。第二凸块1032耦合至第二互连1022从而第二凸块1032垂直(例

如，部分、基本上、完全)在第二通孔1012之上。第三凸块1034耦合至第三互连1024从而第三

凸块1034垂直(例如，部分、基本上、完全)在第三通孔1014之上。第四凸块1036耦合至第四
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互连1026从而第四凸块1036垂直(例如，部分、基本上、完全)在第四通孔1016之上。第五凸

块1038耦合至第五互连1028从而第五凸块1038垂直(例如，部分、基本上、完全)在第五通孔

1018之上。

[0084] 在一些实现中，第一通孔1010包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，第一

金属层是晶种金属层。在一些实现中，第一金属层是无电镀金属层。在一些实现中，第二通

孔1012包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，第一金属层是晶种金属层。在一些实

现中，第一金属层是无电镀金属层。在一些实现中，第三通孔1014包括第一金属层和第二金

属层。在一些实现中，第一金属层是晶种金属层。在一些实现中，第一金属层是无电镀金属

层。图12A-12C中描述了针对通孔的第一和第二金属层的示例。

[0085] 图11概念性地解说了管芯1100(其是集成器件的一种形式)的示例。在一些实现

中，管芯1100可对应于图6的倒装芯片600。如图11中所示，管芯1100(例如，集成器件、裸管

芯)包括基板1101、若干较低层金属层和介电层1102、第一焊盘1104、第二焊盘1106、钝化层

1108、第一绝缘层1110、第一凸块下金属化(UBM)层1112、第二凸块下金属化(UBM)层1114、

第一互连1116(例如，第一柱互连)、第二互连1118(例如，第二柱互连)、第一焊料1126和第

二焊料1128。在一些实现中，第一UBM层1112、第一互连1116和第一焊球1126可被统称为针

对管芯1111的第一凸块。在一些实现中，第二UBM层1114、第二互连1118和第二焊球1128可

被统称为针对该管芯的第二凸块。

[0086] 已经提供了包括凸块区域下通孔的若干示例性基板，现在下文将描述用于提供/

制造包括凸块区域下通孔的基板的工序。

[0087] 用于提供包括凸块区域中的通孔的基板的示例性工序

[0088] 图12(其包括图12A-12C)解说了用于提供/制造/制作包括凸块区域下通孔的基板

的示例性工序。应注意，为了清楚和简化目的，图12A-12C的过程不必包括制造基板的所有

步骤和/或阶段。此外，在一些实例中，若干步骤和/或阶段可以已被组合成单个步骤和/或

阶段以便简化这些过程的描述。还应当注意，图12A-12C中的图案、图案特征、组件(例如，合

成导电迹线、通孔)的形状仅仅是概念性的解说，并且不旨在一定表示这些图案、图案特征

和组件的实际形状和形式。在一些实现中，图12A-12C的工序解说了可制作具有在本公开中

描述的尺寸(例如，图8中描述的尺寸)的迹线、通孔和/或通孔焊盘的过程。

[0089] 如图12A中所示，(在阶段1)提供基板(例如，基板1202)。在一些实现中，提供基板

可包括制造(例如，形成)基板或从供应商接收基板。不同实现可为基板使用不同材料。在一

些实现中，该基板可包括至少硅、玻璃、陶瓷和/或电介质中的一者。在一些实现中，该基板

可包括若干层(例如，包括核心层和若干预浸层的层叠基板)。

[0090] 接着，(在阶段2)在基板中提供若干腔。如在阶段2所示，在基板1202中提供第一腔

1203、第二腔1205和第三腔1207。第一腔1203、第二腔1205和第三腔1207穿过基板1202。不

同实现可提供不同制造工艺来提供(例如，形成、创建)腔。在一些实现中，使用激光蚀刻工

艺来(在阶段2)提供腔。

[0091] (在阶段3)用金属层镀敷腔的侧壁表面。如在阶段3所示，在第一腔1203的侧壁表

面上镀敷第一金属层1204，在第二腔1205的侧壁表面上镀敷第二金属层1206，以及在第三

腔1207的侧壁表面上镀敷第三金属层1208。在一些实现中，第一金属层1204、第二金属层

1206以及第三金属层1208是晶种层(例如，无电镀金属层)。在一些实现中，在腔的侧壁上提
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供(例如，形成、创建)金属层包括使用无电镀铜镀敷工艺。

[0092] 如图12B中所示，(在阶段4)在基板(例如，基板1202)的第一表面上提供干膜层(例

如，干膜1210)。接着，(在阶段5)在干膜层中提供若干开口。如在阶段5中所示，在干膜层

1210中提供第一开口1213、第二开口1215、第三开口1217、第四开口1211和第五开口1219。

不同的实现可不同地提供(例如，形成、创建)开口。在一些实现中，使用曝光和显影技术来

提供开口。在一些实现中，开口具有等于或小于基板中的腔的尺寸(例如，宽度)。

[0093] 随后(在阶段6)在基板中提供若干金属层。如在阶段6所示，用金属填充第一腔

1203以形成第一通孔1232，用金属填充第二腔1205以形成第二通孔1234，以及用金属填充

第三腔1207以形成第三通孔1236。在一些实现中，第一通孔1232、第二通孔1234、第三通孔

1236包括第一金属层和第二金属层。在一些实现中，通孔(例如，通孔1232)的第一金属是晶

种层(例如，金属层1204)。在一些实现中，通孔(例如，通孔1234)的第二金属层是耦合至第

一金属层的铜金属层。

[0094] 另外，第一开口1213、第二开口1215、第三开口1217、第四开口1211和第五开口

1219用金属填充以分别形成第一互连1222、第二互连1224、第三互连1226、第四互连1221和

第五互连1229。在一些实现中，(在阶段6)提供金属包括使用电镀敷工艺。在一些实现中，互

连1221、1222、1224、1226和1229具有与通孔的横截面大小相同或更小的大小(例如，横向尺

寸)。例如，在一些实现中，互连1222的大小(例如，宽度)相同于或小于通孔1232的横截面大

小(例如，宽度)。

[0095] 如图12C中所示，(在阶段7)去除干膜层(例如，干膜1210)。在一些实现中，(在阶段

7)去除干膜包括蚀刻掉任何剩余干膜。

[0096] (在阶段8)在基板上选择性地提供阻焊层(例如，阻焊1240)。不同实现可选择性地

提供阻焊层。在一些实现中，选择性地提供(例如，形成、创建)阻焊层包括提供阻焊层、闪蚀

和/或后端制程。

[0097] (在阶段9)提供管芯并将其耦合至基板。在一些实现中，该管芯是倒装管芯。管芯

包括若干凸块。如在阶段9所示，管芯耦合至基板从而第一凸块耦合至第一互连，其中第一

凸块至少部分垂直在第一通孔之上。阶段9还解说了底部填充1260在基板1202与管芯1250

之间。

[0098] 包括凸块区域中的通孔焊盘的示例性封装基板

[0099] 图13解说了封装基板的剖视图(例如，侧视图)。如图13中所示，封装1300包括基板

1302、管芯1304、阻焊层1306和底部填充1308。在一些实现中，管芯1304是倒装管芯。

[0100] 封装基板1302包括第一通孔1310、第二通孔1312、第三通孔1314、第四通孔1316、

第五通孔1318、第一互连1320、第二互连1322、第三互连1324、第四互连1326和第五互连

1328。阻焊层1306耦合至基板1302的第一表面。第一互连1320、第二互连1322、第三互连

1324、第四互连1326和第五互连1328在基板1302的第一表面上。

[0101] 第一互连1320耦合至第一通孔1310。第一互连1320是焊盘(例如，凸块焊盘、通孔

焊盘)。第一互连1320具有相同于或小于第一通孔1310的第一尺寸(例如，宽度)的第一尺寸

(例如，宽度)。第二互连1322耦合至第二通孔1312。第二互连1322是焊盘(例如，凸块焊盘、

通孔焊盘)。第二互连1322具有相同于或小于第二通孔1312的第一尺寸(例如，宽度)的第一

尺寸(例如，宽度)。第三互连1324耦合至第三通孔1314。第一互连1320是焊盘(例如，凸块焊
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盘、通孔焊盘)。第三互连1324具有相同于或小于第三通孔1314的第三尺寸(例如，宽度)的

第一尺寸(例如，宽度)。第四互连1326耦合至第四通孔1316。第四互连1326是焊盘(例如，凸

块焊盘、通孔焊盘)。第四互连1326具有相同于或小于第四通孔1316的第一尺寸(例如，宽

度)的第一尺寸(例如，宽度)。第五互连1328耦合至第五通孔1318。第五互连1328是焊盘(例

如，凸块焊盘、通孔焊盘)。第五互连1328具有相同于或小于第五通孔1318的第一尺寸(例

如，宽度)的第一尺寸(例如，宽度)。底部填充1308在基板1302与管芯1304之间。

[0102] 管芯1304包括第一凸块1330、第二凸块1332、第三凸块1334、第四凸块1336和第五

凸块1338。每个凸块至少可包括凸块下金属化(UBM)层、互连柱(例如，铜柱)和焊球。如图13

中所示，第一凸块1330耦合至第一互连1320从而第一凸块1330垂直(例如，部分、基本上、完

全)在第一通孔1310之上。第二凸块1332耦合至第二互连1322从而第二凸块1332垂直(例

如，部分、基本上、完全)在第二通孔1312之上。第三凸块1334耦合至第三互连1324从而第三

凸块1334垂直(例如，部分、基本上、完全)在第三通孔1314之上。第四凸块1336耦合至第四

互连1326从而第四凸块1336垂直(例如，部分、基本上、完全)在第四通孔1316之上。第五凸

块1338耦合至第五互连1328从而第五凸块1338垂直(例如，部分、基本上、完全)在第五通孔

1318之上。

[0103] 在一些实现中，第一通孔1310包括第一金属层1311和第二金属层1313。在一些实

现中，第一金属层1311是晶种金属层。在一些实现中，第一金属层1311是无电镀金属层。

[0104] 用于提供包括凸块区域中的通孔的基板的示例性方法

[0105] 图14解说了用于提供/制造/制作包括凸块区域下通孔的基板的示例性方法。应注

意，为了清楚和简化目的，图14的过程不必包括制造基板的所有步骤和/或阶段。此外，在一

些实例中，若干步骤和/或阶段可以已被组合成单个步骤和/或阶段以便简化这些过程的描

述。还应当注意，图14中的图案、图案特征、组件(例如，合成导电迹线、通孔)的形状仅仅是

概念性的解说，并且不旨在一定表示这些图案、图案特征和组件的实际形状和形式。

[0106] 如图14中所示，方法(在1405)提供基板。在一些实现中，(在1405)提供基板可包括

制造(例如，形成)基板或从供应商接收基板。不同实现可为基板使用不同材料。在一些实现

中，该基板可包括至少硅、玻璃、陶瓷和/或电介质中的一者。在一些实现中，该基板可包括

若干层(例如，包括核心层和若干预浸层的层叠基板)。

[0107] 接着，该方法(在1410)在基板中提供至少一个腔。例如，如图12A的阶段2中所示，

该方法可在基板1402中提供第一腔1203、第二腔1205和第三腔1207。第一腔1403、第二腔

1405和第三腔1407穿过基板1402。不同实现可提供不同制造工艺来提供(例如，形成、创建)

腔。在一些实现中，使用激光蚀刻工艺来(在阶段1410)提供腔。

[0108] 该方法随后(在步骤1415)在至少一个腔的侧壁上提供第一金属层。在一些实现

中，提供(例如，形成)第一金属层包括用金属层来镀敷腔的侧壁表面。在一些实现中，第一

金属层是无电镀晶种金属层。图12A的阶段3解说了提供第一金属层的示例。如在图12A的阶

段3中所示，在第一腔1203的侧壁表面上镀敷第一金属层1204，在第二腔1205的侧壁表面上

镀敷第二金属层1206，以及在第三腔1207的侧壁表面上镀敷第三金属层1208。在一些实现

中，在腔的侧壁上提供(例如，形成、创建)金属层包括使用无电镀铜镀敷工艺。

[0109] 该方法进一步(在步骤1420)在基板上提供抗蚀层。在一些实现中，抗蚀层是干膜

层。然而，不同实现可将不同材料用于抗蚀层。图12B的阶段4解说了在基板(例如，基板
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1202)的第一表面上提供干膜层(例如，干膜1210)的示例。

[0110] 该方法随后(在1425)在抗蚀层中提供至少一个腔(例如，开口)。图12B的阶段5解

说了在抗蚀层(例如，干膜层)中形成至少一个腔的示例。如在阶段5中所示，在干膜层1210

中提供第一开口1213、第二开口1215、第三开口1217、第四开口1211和第五开口1219。不同

的实现可不同地提供(例如，形成、创建)开口。在一些实现中，使用曝光和显影技术来提供

开口。在一些实现中，开口具有等于或小于基板中的腔的尺寸(例如，宽度)。

[0111] 该方法进一步(在步骤1430)在基板上提供第二金属层。在一些实现中，在第一金

属层上提供第二金属层中的至少一些。图12B的阶段6解说了提供第二金属层的示例。如在

阶段6所示，用金属填充第一腔1203以形成第一通孔1232，用金属填充第二腔1205以形成第

二通孔1234，以及用金属填充第三腔1207以形成第三通孔1236。另外，第一开口1213、第二

开口1215、第三开口1217、第四开口1211和第五开口1219用金属填充以分别形成第一互连

1222、第二互连1224、第三互连1226、第四互连1221和第五互连1229。在一些实现中，(在阶

段6)提供金属包括使用电镀敷工艺。在一些实现中，互连1221、1222、1224、1226和1229具有

与通孔的横截面大小相同或更小的大小(例如，横向尺寸)。例如，在一些实现中，互连1222

的大小(例如，宽度)相同于或小于通孔1232的横截面大小(例如，宽度)。

[0112] 该方法随后(在1435)去除抗蚀层。图12C的阶段7解说了去除抗蚀层的示例。如图

12C的阶段7中所示，去除干膜层(例如，干膜1410)。在一些实现中，去除干膜层包括蚀刻掉

任何剩余干膜。

[0113] 该方法进一步(在1440)选择性地提供阻焊层。图12C的阶段8解说了选择性地提供

阻焊层的示例。如图12C的阶段8中所示，阻焊层1240被选择性地提供在基板上。不同实现可

选择性地提供阻焊层。在一些实现中，选择性地提供(例如，形成、创建)阻焊层包括提供阻

焊层、闪蚀和/或后端制程。

[0114] 用于镀敷工艺的示例性流程图

[0115] 图15解说了用于制造基板的经修改的半加成处理(mSAP)图案化工艺的流程图。图

15将参考图16来描述，图16解说了在一些实现的mSAP工艺期间基板的层(例如，核心层、预

浸层)序列。

[0116] 如图15所示，工艺1500可以通过(在1505)打薄介电层上的金属层(例如，铜合成物

材料)来开始。介电层可以是基板的核心层或预浸层。在一些实现中，金属层被打薄至约3-5

微米(μm)的厚度。金属层的打薄在图16的阶段1中解说，图16的阶段1解说了包括薄铜层

1604(可以是铜合成物材料)的介电层1602。在一些实现中，金属层可能已经足够薄。例如，

在一些实现中，核心层或介电层可以薄铜箔来提供。由此，一些实现可以绕开/跳过对核心

层/介电层的金属层的打薄。另外，在一些实现中，无电镀铜晶种层镀敷可被执行以覆盖一

个或多个介电层中的任何钻孔通孔的表面。

[0117] 接着，该工艺(在1510)施加干膜抗蚀剂(DFR)并且(在1515)在DFR上创建图案。图

16的阶段2解说了DFR  1606被施加于打薄的金属层1604的顶部，而图16的阶段3解说了DFR 

1606的图案化。如阶段3中所示，图案化在DFR  1606中创建开口1608。

[0118] 在(在1515)图案化DFR之后，该工艺随后(在1520)电解地镀敷铜材料(例如，铜合

成物)通过DFR的图案。在一些实现中，电解地镀敷包括将电介质和金属层浸染在电解液中。

参考图16，阶段4解说了铜材料(例如，铜合成物)1610被镀敷在DFR  1606的开口1608中。
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[0119] 回头参考图15，该工艺(在1525)去除DFR，(在1530)选择性地蚀刻铜箔材料(例如，

铜合成物)以隔离各特征(例如，创建组件，诸如通孔、合成导电迹线、和/或焊盘)与端子。参

考图16，阶段15解说了DFR  1606的去除，而阶段6解说了蚀刻工艺之后所定义的特征。图14

的以上工艺可以针对基板的每个核心层或预浸层(介电层)重复。描述了一个镀敷工艺，现

在将描述另一镀敷工艺。

[0120] 图17解说了用于制造基板的半加成处理(SAP)图案化工艺的流程图。图17将参考

图18来描述，图18解说了在一些实现的SAP工艺期间基板的层(例如，核心层、预浸层)序列。

[0121] 如图17所示，工艺1700可以通过(在1705)提供包括铜层和涂底层(例如，涂覆有涂

底的铜箔)的介电层来开始。在一些实现中，铜箔涂覆有涂底，并且接着被按压在未固化的

核上以形成结构。涂覆有涂底的铜箔可以是铜箔。介电层可以是基板的核心层或预浸层。如

图18的阶段1中所示，涂底1804位于铜箔1806与电介质1802之间。在一些实现中，铜箔1806

可以是铜合成物箔。

[0122] 接着，该工艺(在1710)对介电层(例如，核心层、预浸层)钻孔以创建一个或多个开

口/图案特征(例如，通孔图案特征)。这可以被完成以形成将电介质的前侧与背侧相连接的

一个或多个通孔/通孔特征。在一些实现中，钻孔可以由激光钻孔操作来执行。此外，在一些

实现中，钻孔可横穿一个或多个金属层(例如，涂覆有涂底的铜箔)。在一些实现中，该工艺

还可例如通过(在1712)对层(例如，核心层)上的经钻孔通孔/开口除胶渣来清理钻孔操作

所创建的开口/图案特征(例如，通孔图案)。

[0123] 该工艺随后(在1715)蚀刻掉铜箔，从而在介电层上留下涂底(图18的阶段2中示

出)。接着，在一些实现中，该工艺(在1720)在涂底上无电镀覆铜晶种层(例如，铜材料)。在

一些实现中，铜晶种层的厚度在大约0.1-1微米(μm)。图18的阶段3解说了涂底1804上的铜

晶种层1808。

[0124] 接着，该工艺(在1725)施加干膜抗蚀剂(DFR)并且(在1730)在DFR上创建图案。图

18的阶段4解说了DFR  1810被施加在铜晶种层1808的顶部，而图18的阶段5解说了DFR  1810

的图案化。如阶段5中所示，图案化在DFR  1810中创建开口1812。

[0125] 在(在1730)图案化DFR之后，该工艺随后(在1735)电解地镀敷铜材料(例如，铜合

成物材料)通过DFR的图案。在一些实现中，电解地镀敷包括将电介质和金属层浸染在电解

液中。参考图18，阶段6解说了铜合成物材料1820被镀敷在DFR  1810的开口1812中。

[0126] 回头参考图17，该工艺(在1740)去除DFR，(在1745)选择性地蚀刻铜晶种层以隔离

各特征(例如，创建通孔、迹线、焊盘)与端子。参考图18，阶段7解说了DFR  1810的去除，而阶

段8解说了蚀刻工艺之后所定义的特征(例如，合成导电迹线)。

[0127] 图17的以上工艺可以针对基板的每个核心层或预浸层(介电层)重复。

[0128] 在一些实现中，SAP工艺可允许更精细/更小的特征(例如，迹线、通孔、焊盘)形成，

因为SAP工艺不要求那么多的蚀刻来隔离特征。然而，应注意，在一些实现中，mSAP工艺比

SAP工艺更廉价。在一些实现中，以上工艺可被用于在基板中产生间隙导孔(IVH)和/或在基

板中产生盲导孔。

[0129] 在一些实现中，图15和17的镀敷工艺可以被概念性地简化为图19的镀敷工艺。图

19解说了用于制造基板的镀敷方法的流程图。如图19所示，该方法(在1905)电解地镀敷铜

(例如，铜合成物)通过基板的层上的干膜抗蚀剂(DFR)中的图案。该层可以是介电层。该层
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可以是基板的核心层或预浸层。在一些实现中，铜(例如，铜合成物)被镀敷在铜晶种层上，

铜晶种层先前被沉积在该层上(例如，在使用SAP工艺时)。在一些实现中，铜(例如，铜合成

物)被镀敷在铜箔层上，铜箔层先前被沉积在该层上(例如，在使用mSAP工艺时)。在一些实

现中，铜箔层可以是铜合成物材料。

[0130] 接着，该方法(在1910)从该层中去除DFR。在一些实现中，去除DFR可包括化学地去

除DFR。在(在1910)去除DFR之后，该方法(在1915)选择性地蚀刻箔或晶种层以隔离/定义该

层的各特征和端子。如上所述，箔可以是铜合成物材料。

[0131] 在一些实现中，镍合金可以在mSAP工艺(例如，图15和17的方法)期间被添加(例

如，镀敷)在铜层(例如，铜箔)的一些或全部上。类似地，镍合金也可在减除工艺期间被添加

(例如，镀敷)在铜层(例如，铜箔)的一些或全部上。

[0132] 示例性电子设备

[0133] 图20解说了可集成有前述集成器件(例如，半导体器件)、集成电路、管芯、中介层

和/或封装中的任一者的各种电子设备。例如，移动电话2002、膝上型计算机2004以及固定

位置终端2006可包括如本文所述的集成器件2000。集成器件2000可以是例如本文所述的集

成器件、集成电路、管芯或封装件中的任何一种。图20中所解说的设备2002、2004、2006仅是

示例性的。其它电子设备也能以集成器件2000为其特征，此类电子设备包括但不限于移动

设备、手持式个人通信系统(PCS)单元、便携式数据单元(诸如个人数字助理)、启用GPS的设

备、导航设备、机顶盒、音乐播放器、视频播放器、娱乐单元、固定位置数据单位(诸如仪表读

取设备)、通信设备、智能电话、平板计算机或者存储或检索数据或计算机指令的任何其它

设备，或者其任何组合。

[0134] 图4、5、6、7、8、9、10、11、12A-12C、13、14、15、16、17、18、19和/或20中解说的组件、

步骤、特征和/或功能之中的一个或多个可以被重新编排和/或组合成单个组件、步骤、特征

或功能，或实施在数个组件、步骤、或功能中。也可添加额外的元件、组件、步骤、和/或功能

而不会脱离本公开。

[0135] 措辞“示例性”在本文中用于表示“用作示例、实例或解说”。本文中描述为“示例

性”的任何实现或方面不必被解释为优于或胜过本公开的其他方面。同样，术语“方面”不要

求本公开的所有方面都包括所讨论的特征、优点或操作模式。术语“耦合”在本文中被用于

指两个对象之间的直接或间接耦合。例如，如果对象A物理地接触对象B，且对象B接触对象

C，则对象A和C可仍被认为是彼此耦合的——即便它们并非彼此直接物理接触。

[0136] 还应注意，这些实施例可能是作为被描绘为流程图、流图、结构图、或框图的过程

来描述的。尽管流程图可能会把诸操作描述为顺序过程，但是这些操作中有许多操作能够

并行或并发地执行。另外，这些操作的次序可以被重新安排。过程在其操作完成时终止。

[0137] 本文中所描述的本公开的各种方面可实现于不同系统中而不会脱离本公开。应注

意，本公开的以上各方面仅是示例，且不应被解释成限定本公开。对本公开的各方面的描述

旨在是解说性的，而非限定所附权利要求的范围。由此，本发明的教导可以现成地应用于其

他类型的装置，并且许多替换、修改和变形对于本领域技术人员将是显而易见的。
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